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Ves KRR E A7 LR Vesuv- 5.9 6.5 7.1 v
Vs K RAFIR A HL Vasuv 0.2 0.4 -- \Y
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12. #FER (SOIC-8)
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Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Symbol - -
Min Nom Max Min Nom Max
A 1.36 1.55 1.75 0.053 0.061 0.069
Al 0.10 0.15 0.25 0.004 0.006 0.010
A2 1.25 1.40 1.65 0.049 0.055 0.065
A3 0.50 0.60 0.70 0.020 0.024 0.028
b 0.38 - 0.51 0.015 - 0.020
bl 0.37 0.42 0.47 0.015 0.017 0.019
c 0.17 - 0.25 0.007 - 0.010
cl 0.17 0.20 0.23 0.007 0.008 0.009
D 4.80 4.90 5.00 0.189 0.193 0.197
El 5.80 6.00 6.20 0.228 0.236 0.244
E 3.80 3.90 4.00 0.150 0.154 0.157
e 1.27BSC
0.45 0.60 0.80 0.018 0.024 0.031
L1 1.04REF
L2 0.25BSC
R 0.07 - - 0.003 - -
R1 0.07 - - 0.003 - -
h 0.30 0.40 0.50 0.012 0.016 0.020
0 0° - 8° 0° - 8°
01 15° 17° 19° 15° 17° 19°
02 11° 13° 15° 11° 13° 15°
03 15° 17° 19° 15° 17° 19°
04 11° 13° 15° 11° 13° 15°
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